Laboratorium Urzadzenia Pétprzewodnikowe II

Cw. 1. Tranzystor polowy

Cel ¢wiczenia

Pomiary charakterystyk przejSciowych oraz wyjsciowych tranzystora polowego JFET
BF245B. Wyznaczenie transkonduktancji oraz kondunktancji wyjsciowej tranzystora
na podstawie zmierzonych charakterystyk.

Uktad pomiarowy

Na Rys. 1 przedstawiono uklad do pomiaréw charakterystyk statycznych tranzystora
polowego JFET BF245B.
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Rysunek 1. Uklad do pomiaréw charakterystyk statycznych tranzystora polowego JFET
BF245B.

Zadania do wykonania
1. Potaczy¢ uktad wedlug schematu przedstawionego na Rys. 1.
Uwaga: Sprawdzi¢ napiecie ustawione na zasilaczach podtaczonych do uktadu.

2. Zmierzy¢ charakterystyki wyjSciowe tranzystora polowego, tj. zalezno$¢ Ip =
f(Vps)|vgg=const. Nie przekraczajac wartosci napiecia dren — zroédto Vos = 12V, przy

kilku réznych wartosciach napigcia bramka — zrdédlo, tj.: dla Ves réwnego: 0V, -0.5V,
-1V, -1.5V, -2V.

3. Zmierzy¢ charakterystyke przejsciowq tranzystora polowego, tj. zaleznos¢ I, =
f(Ves)lvps=const. W zakresie napie¢ Ves od 0 az do wartoéci -4.5V, przy Vos = 10V,

Vbs=6V inp. Vbs=1.5V.

4. Znalez¢ i zanotowac warto$¢ napiecia odciecia Vy, przy ktérym prad Ib osiggnie
minimalng wartosc.
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Opracowanie wynikéw pomiaréw

1) Narysowac¢ wykresy charakterystyk wyjsciowych i charakterystyki przejsciowej
badanego tranzystora. Na wykresach zaznaczy¢ niepewnosci pomiarowe dla pradu
i napiecia, korzystajac z formut podanych w instrukcjach do multimetrow.

2) Na podstawie charakterystyk wyjsciowych wyznaczy¢ dla wybranych punktow

pracy, podanych przez prowadzacego, kondunktancje wyjsciowa gps = ;/i lvgs=const.
DS

W tym celu nalezy poprowadzi¢ styczng do charakterystyki, przechodzaca przez
wybrany punkt pracy, a nastepnie z nachylenia prostej obliczy¢ gps. Aby to zrobi¢
nalezy skorzystac z regresji liniowej. Niepewnos$¢ u(gps) jest rowna niepewnosci Aa,
gdzie a jest wspotczynnikiem kierunkowym prostej regresji y = ax + b.

3) Znajac wartosci gns narysowac wykres zaleznosci gps = f (Vgs). Wyjasnic¢ zaleznos¢
parametru gos od napiecia Ves.

4) Na podstawie charakterystyk przejsciowych wyznaczy¢: napiecie odciecia V), prad

nasycenia Ipss oraz dla wybranych punktéw pracy - transkonduktancje g, =
dlp
oVgs

wyznaczania gos. Niepewnos¢ u(gm) jest rowna niepewnosci Aa.

lvps=const. Obliczenia gn przeprowadzi¢ w analogiczny sposob jak w przypadku

5) Znajac wartosci gn narysowac wykres zaleznosci g, = f (Vps). Wyjasni¢ zaleznosc¢
parametru gn od napiecia Vbps.

6) Znajac wartosci gm i gns obliczy¢ wartos¢ wspotczynnika wzmocnienia napieciowego
(ku) tranzystora korzystajac ze wzoru:

ku_gm

gps
Obliczy¢ niepewnos¢ wspolczynnika wzmocnienia napieciowego ze wzoru:

u(ku)=\/<$u(gm)> +<$u(gDS)> .

Materiaty pomocnicze

1. Opis teoretyczny do ¢wiczenia.

Opracowanie: Z. Gumienny, E. Popko, E. Zielony

Strona2z2



